P2 2023.1 Dispositivos Eletronicos Prof. Marcelo Perotoni Considere vbe e tensao do diodo ON
como 0.7

[1] (a) Calcule Ip e Vpg para o circuito, sabendo que o JFET tem V, = -8 V e Ipgs =16 mA. (b) Estime a corrente no
resistor R e diga qual sua fungdo. (c) Calcule o ganho de tensao do circuito sem carga e depois com uma carga de 500 2

ligada nos terminais de saida, apds o capacitor ligado ao ground.
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[2] Para o Enhancement NMOS, k=500 uA/V? e V; = 0.4 V. Calcule Voyr em termos de ganho, para os casos onde o

potenciometro esteja nas posicoes extremas A e B.

[3] O circuito é um multiplicador de vbe, calcule V,,; e a tensdo sobre a fonte de corrente.




o transistor esteja saturado (Vog nulo). (b) Calcule RB para que o transistor sature fortemente quando temos o sinal de 5
V na entrada. Justifique onde entra na sua resposta a saturacao forte.

[4] (a) O transistor com 8 = 50 serd usado para acionar um LED (tensdo de 1.2 V e corrente de 20 mA). Calcule RC para que
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